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Consider MOS capacitor. The substrate is grounded and the flat‐
band condition is realized when the gate voltage is 0V.

1. Suppose the gate oxide thickness is 10nm and the substrate 
doping concentration is 1x1017cm‐3 and 1x1018cm‐3, calculate 
the Vth.

2. Suppose the gate oxide thickness is 50nm and the substrate 
doping concentration ix 1x1016cm‐3, calculate Vth.

The following constants and equations may be used.
κSiO2 = 3.9
κSi = 11.9
ε0 = 8.85 x 10-12 F/m
q = 1.6 x 10-19 C
ni = 1.45 x 1010 cm-3

kB = 1.38 x 10-23 J/K
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